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IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vogabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols arjd signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |IEC 60027: Letfer symbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, suryey and
compilation of the single sheets and |EC| 60617:
Graphical symbols for diagrams.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Septiéme partie: Transistors bipolaires

Section deux — Spécification particuliere cadre pour les tramsistors bipolaires
a température de boitier spécifiée pour amplification en basse fréquence

PREAMBULE
1) Les| décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions teghinique & ¢s| Comités
d’Efudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questio exprt a s grande

megure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ceq décisions constituent des recommandations internationales et sont agréé &S P8 gmités nationaux.

3) Daps le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprj & e miités nationaux|adoptent
darls leurs régles nationales le texte de la recommandation de J4 3 les conditions natfonales le

permettent. Toute divergence entre la recommandation de la dans la

megure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cet

La| présente norme a été préparée : Dispgsitifs a
semigonducteurs.

Cejte norme est une\ spésification iculiérpcadre pour les transistors bipoldires a

tempgrature de boitie ecifig ation/ en basse fréquence.

Le| texte de @n

\@le s Six\Mois Rapport de vote
\maeéw : 47(BC)1007

diqu€ dans le tableau ci-dessus donne toute information sur [le vote

Le
ayant

Le i figure sur la page de couverture de la présente publication| est le
numdro despécification dans le Systtme CEI d’assurance de la qualité des composants
électtloniques (IECQ).

2

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n°s 68-2-17 (1978): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie:

Essais, Essai Q: Etanchéité.

191-2 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs, Deuxiéme partie:
Dimensions. (En révision.) ’

747-2 (1983): Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés, Deuxiéme
partie: Diodes de redressement.

747-7 (1988): Dispositifs discrets et circuits intégrés a semiconducteurs, Septiéme partie:

! Transistors bipolaires.

747-10 (1984): Dispositifs a semiconducteurs, Dixiéme partie: Spécification générique pour les
dispositifs discrets et les circuits intégrés.

747-11 (1985): Dispositifs @ semiconducteurs, Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les
dispositifs discrets.

749 (1984): Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices
Part 7: Bipolar transistors

Section Two — Blank detail specification for case-rated
bipolar transistors for low-frequency amplification

FOREWORD

1) The fofmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technic
the National Committees "having a special interest therein are represented, expres
internjwnal consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They Have the form of recommendations for international use and they are acegpted™b
that sepse.

3) In ord¢r to promote international unification, the IEC expresses the wish™t
the tejt of the IEC recommendation for their national rules in se

ith all

ittdes in

adopt

will permit| Any

diverggnce between the IEC recommendation and the correspond iona & , as far as possible, be

clearly|indicated in the latter.

This [standard has been prepared by
Devices

Committee No. 47: Semiconductor

This [standard is a bla sase-rated bipolar transistors for [low-
frequen¢y amplification.

The tpxt of this standardN ed ng\fo owing documents:

W Nhs’ ule M Report on Voting
A\ A
%owsb 47(C0)1007

Full informati : ing Por the approval of this standard can be found in the Voting
Report |ndicated, inxthe Mable above.

The . appears on the front cover of this publication is the specification
number|i BC Quylity Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other IEC puhlh‘ntinnc /"nlnto/i in this standard:

Publications Nos. 68-2-17 (1978): Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests, Test Q: Sealing.

191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices, Part 2: Dimensions. (Under

revision.)

747-2 (1983): Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits, Part 2: Rectifier

diodes.

747-7 (1988): Semiconductor discrete devices and integrated circuits, Part 7: Bipolar transistors.

747-10 (1984): Semiconductor devices, Part 10: Generic specification for discrete devices and

integrated circuits.

747-11 (1985): Semiconductor devices, Part 11: Sectional specification for discrete devices.

749 (1984): Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Septiéme partie: Transistors bipolaires

Section deux: Spécification particuliere cadre pour les transistors bipolaires

INTRQ

Le
confo
les p1
par u
soient

a température de boitier specifiee pour amplification en basse fréquence

DUCTION

Systtme CEI d’assurance de la qualité des composants
rmément aux statuts de la CEI et sous son autorité. Le b

ctionne
définir

livrés

n pays participant comme étant conformes aux exigences licable
i ¢ et J’autres essfis.

Cefte spécification particuliére cadre fait partie (d’up@) série pégeifications parti¢uliéres

cadre

suivamtes de la CEI:

— 747

- 747

Rense

Legd

indicdti

Ident
{II N

2] N

£10/QC 700000 (1984): Dispositif:

-11/QC 750100 (1985)%

portées dans les cases prévues a cet effet.

hmére/IECQ de la spécification particuliére.

[31 N

TTéTos de Téeférence et d edition des spécifications générique et imtermediaire:

b concernant les dispositifs & semiconducteu el]e oi@étre utilisée avec les publications

Dixiéme partie: Spécification
géneérique iifs discrets et les circuits intégrép;

’

Onziéme partie: Spécification

lets sur cette page et la suivante correspondent aux

[4] Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre information
requise par le systéme national.

Identification du composant

[5] Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut avoir
plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification particuliére. Les
caractéristiques, les limites et les exigences de contrdle relatives a ces applications doivent
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices
Part 7: Bipolar transistors

Section Two — Blank detail specification for case-rated
bipolar transistors for low-frequency amplification

INTRODUCTION
The IEC Quality Assessment System for Electronic Components is \opega nce
with the|statutes of the IEC and under the authority of the IEC nis
to defing quality assessment procedures in such a manner thag~elegtronic>wg sed
by one amarticipating country as conforming with the requireméats 0 tion
are equallly acceptable in all other participating countries rther testing
This plank detail specification is one of a series (0 for
semiconductor devices and shall be used with the f§ |
— 747-10yQC 700000 (1984): Semiconductor devige rete
— 747-11yQC 750100 (1985): 11: Sectional specification |for
Required
Numb and the following page correspond to the following
items of all be entered in the spaces provided.
Identificati
[1] The ; Natiénal Standards Organization under whose authority the d¢tail
specification\i
[2] The JE€CQ-number of the detail specification.
[3] The numbers and issue numbers ol the generic and sectional specifications.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further information

requi

red by the national system.

Identification of the component

[5] Type

of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy
several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and inspec
requirements for these applications shall be met. If a device is electrostatic sensitive, or

tion
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étre respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, ou contenant des
matériaux instables, par exemple de P'oxyde de béryllium, les précautions nécessaires a
observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.

[7] Dessin d’encombrement et/ou référence aux normes correspondantes pour les encombrements.
[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9] Donnees de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison
des types de composants entre eux.

@%
S

{Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le rédacteur
de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x» signifie
qu’une valeur est a introduire dans la spécification particuliére.]
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contains hazardous material, e.g. beryllium oxide, a caution statement shall be added in the
detail specification.

[7] Outline drawing and/or reference to the relevant standard for outlines.
[8] Category of assessed quality.

[91 Reference data on the most important properties to permit comparison between component
types.

@%
S

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the
specification writer and shall not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, “x” denotes that a value
shall be inserted in the detail specification.]
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[Nom (adresse) de I'ONH responsable [1] | [N° de la spécification particuliére [2]
(et éventuellement de Porganisme aupres duquel la spécification IECQ, plus n° d’édition et/ou date.]

peut étre obtenue).] QC 750103 — ...

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE [3] | [Numéro national de la spécification particuliére.] {4]
CONTROLEE CONFORMEMENT A: [Cette case n’a pas besoin d’étre utilisée si le numéro national
Spécification générique: Publication 747-10 / QC 700000 est identique au numéro IECQ.]

Spécification intermédiaire: Publication 747-11 / QC 750100
[et références nationales si elles sont différentes.]

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR: \/ [5]
[Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]
Renseignerhents & donner dans les commandes: voir article 7 de cette norme.

I. Description mécanique

¢ '\%\Bl> / )lve\scn lon

Référerces d’encombrement: Traksistors” bjpolaires a température de boitier spécifiée pour
CEI 191-2 ...... [obligatoire si disponible] et/ou natienales\s’t ¥ication /en basse fréquence. [6]
n’existe| pas de dessin CEL] éri miconducteur: [Si]

Dessin |d’encombrement

[peut éfre transféré, ou donné ave
de cett¢ norme.] ’Attention. Observer les précautions d’usage pdur la manipulation des
DISPOSITIFS SENSIBLES AUX CHARGES ELECTROSTATIQUES

[sil y a lieu}

3. Catégories d’assurance de la qualité

Identifiration des borfes
[dessin [indiquant 'emplaceinen
symbol¢s graphjeueds

. [a choisir dans le paragraphe 2.6 de la spéc|fication générique.] [8]
ompris les

Données de référence l 9]

Marquage: [lettres et chiffres, ou code de couleurs.]

[La spécification particuliére doit indiquer les informations a
marquer sur le dispositif.]

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique et/ou
Particle 6 de cette norme.]

[Indication de la polarité, si Pon utilise une méthode spéciale.)

Se reporter 4 la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants conformes a cette
spécification particuliére sont homologués.
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[Name (address) of responsible NAI

(and possibly of body from which specification is available).]

{11 | [Number of IECQ detail specification,

plus issue number and/or date.]
QC 750103 - ...

2]

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification: Publication 747-10 / QC 700000
Sectional specification: Publication 747-11 / QC 750100

fand national references if different.]

[3] | {National number of detail specification.]

[4]

[This box need not be used if the National number repeats IECQ
number.]

DETAIL SPECIFICATION FOR:
[Type number(s) of the relevant device(s).]

Ordering informatfon: see Clause 7 of this standard.

RN

(51

1. Mechanical description

r\d}*c/-w

Outline referenges:

IEC 191-2...... [mandatory if available] and/or national

{if there is no [EC outline.]

Outline drawing

[may be transfqrred to or given with moreadetails in Clause 10

of this standardl.}

Terminal identification

[drawing showipg pin assign
including graplfjical symp

\

bserve precautions for handling
OSTATIC SENSITIVE DEVICES [if applicable]

ification

(6]

3. Categories of assessed quality

[from Sub-clause 2.6 of the generic specification.]

(8}

Reference data

Marking: [letters and figures, or colour code.]

[The detail specification shall prescribe the information to be

marked on the device, if any.]

[See Sub-clause 2.5 of generic specification and/or Clause 6 of

this standard.]
[Polarity indication, if special method is used.]

1

Information about manufacturers who have components qualified to this. detail specification is available in the current Qualified Products

List.
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4. Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf
spécification contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles a I’endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cette norme.]

Valeur
Paragraphe Paramétres Symbole
min. | max.
—
41 Températures du boitier " X X
42 Températures de stockage X X
43 Tension collecteur-base:
Tension continue maximale collecteur-base X
44 Tension collecteur-émetteur:
X
X
X
X
4.5
X
4.6 i : I ou x
IC(AV)
4.7 X
4.8
48 X
4.8.2 T X
ipation\de puissance P X
9 Sil y a Tieu: Aire de fonctionnement de sécurité (par exemple, courbes de I
en fonction de V). en continu ou en impulsions

5. Caracteristiques électriques

Se reporter a l'article 8 de cette norme pour les exigences de contrdle.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les

caractéristiques supplémentaires éventuelles a I’endroit voulu, mais sans numéro de
paragraphe.]
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4. Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range unless otherwise specified.

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional values shall be given
at the appropriate place, but without sub-clause number(s).]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Value
Sub-clause Parameters Symbol
min. | max.
4.1 Case temperatures Toase X X
4.2 Storage temperatures < g \ X
43 Collector-base voltage: \/
Maximum collector-base (d.c.) voltage 5o X
4
4.4 Collector-emitter voltage: N
One (preferably Vcgo) or more of the following shall be specifi
Maximum collector-emitter (d.c.) voltage with zero base glrrent > Veeo X
Veex X
Vees X
Veer X
Veso X
I or X
IC(AV)
Iy X
Pl()l x
T x
RO( X
Vee), d.c. or pulse

5. FElectrical characteristics

See Clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional characteristics shall be
given at appropriate place but without sub-clause number(s).]
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[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliere, il
convient d’indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de
répéter les valeurs identiques.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cette norme.]

Valeur
Caractéristiques et conditions a T, = 25°C .
Paragraphe 4 ot conciti Fase Symbole Essavé
sauf spécification contraire .
min. max.
5.1 Valeur statique minimale en émetteur commun du rapport de hyieq X A2b
transfert direct de courant pour Ve et I (ou Vg et Ip) spécifiés, de
préférence au courant typique de fonctionnement (en continu ou
eI IMpUISIONS COMIE SPECifie)
5.2 S’il y a lieu: Valeur statique maximale en émetteur commun du By \ X A2b
rapport de transfert direct de courant dans les mémes conditions
qu'au paragraphe 5.1 (en continu ou en impulsions, comme spécifié) \
5.3 S’il y a lieu: Valeur statique minimale en émetteur commun du Ik \\\/ A2b
rapport de transfert direct de courant, pour Vg faible et I fort
spécifiés (en continu ou en impulsions, comme spécifié) \/>
5.4 Fréquence de transition minimale, pour Ve, I et f spécify Jr > X C2a
5.5 $il y a lieu: Fréquence de transition maximale dans N - X C2a
conditions qu’au paragraphe 5.4
5.6 Courants résiduels:
>
Icpopy X A2b
Teexy X A2b
Iceray X A2b
Tegsq X A2b
Ieeoq X A2b
5.7
Courant résiduel collecteur-base maximal pour V.5 comprise de Icnop X C2b
préférence entre 65% et 85% de la valeur limite maximale Vigo,
Iz = O, et a haute température
Courant résiduel collecteur-émetteur maximal pour des conditions Tcexa X C2b
spécifiées de polarisation base-émetteur, pour Vg comprise de préfé-
rence entre 65% et 85% de la valeur limite maximale Veex et a
haute température
Courant résiduel collecteur-émetteur maximal avec résistance base- Icerey X C2b
émetteur spécifiée, pour Vg comprise de préférence entre 65% et
85% de la valeur limite maximale Vgz et 4 haute température
Courant résiduel collecteur-émetteur maximal pour une tension Leesey X C2b
base-¢émetteur nulle, pour ¥ comprise de préférence entre 65% et
85% de ia valeur limite maximale Vg et & haute température
Courant résiduel collecteur-émetteur maximal pour un courant de Ickop) X C2b
base nul, pour V. comprise de préférence entre 65% et 85% de la
valeur limite maximale Vg, et @ haute température
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[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values
shall be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Value
Characteristics and conditions at T, = 25°C
Sub-clause . L Symbol Tested
unless otherwise specified R
min. | max.
5.1 Minimum value of the common-emitter static forward current haeay X A2b

transfer ratio at specified Ve and I. (or V5 and I), preferably at
typical operating current (d.c. or pulse, as specified)

52 Where appropriate: Maximum value of the common-emitter static haeqy A2b
forward current transfer ratio under the same conditions as in <

Sub-clause 5.1 (d.c.” or pulse, as specified)

53 Where appropriate: Minimum value of the common-emitter static hyde \\

forward current transfer ratio at specified low V. and high I (d.c.

or pulse, as specified) >
5.4 Minimum transition frequency at specified Vg Ic and f i N X C2a
5.5 Where appropriate: Maximum transition frequency under the sam X\/ C2p

~ L)

conditions as in Sub-clause 5.4

5.6 Cut-off currents:
At least one (preferably Icpo) of the following shal

Maximum collector-emitter cut-off cdrrent unde Teexqy X A2b
emitter bias conditions, preferably at maxi
Maximum collector-emj Iceray X A2b
ter resistance, prefe
Teesay x A%
Teeoq x A2b
5.7
Maximum coltector-base cut-off current at Vg preferably between Icsom) X C2b
65% and 85% of maximum rated Vego, [z = O and at a high tem-
pnrnh\ra
Maximum collector-emitter cut-off current under specified base- Icexe) X C2b
emitter bias conditions, at V¢ preferably between 65% and 85% of
maximum rated Vcpx and at a high temperature
Maximum collector-emitter cut-off current with specified base-emit- Icerey X C2b
ter resistance, at V. preferably between 65% and 85% of maxi-
mum rated Vg and at a high temperature
Maximum collector-emitter cut-off current with the base short-circu- Ieesy X C2b
ited to the emitter, at ¥ preferably between 65% and 85% of
maximum rated Ve and at a high temperature
Maximum collector-emitter cut-off current with the base open-circu- Ieeo) X C2b

ited, at Vg preferably between 65% and 85% of maximum rated
Vego and at a high temperature
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Caractéristiques et conditions 4 Tg,, = 25 °C Valeur
aractéristiques et conditions a Tg, = ,
Paragraphe dues €t cond Case Symbole - Essayé
sauf spécification contraire .
min. | max.
5.8 Sit y a lieu: Tension de saturation collecteur-émetteur maximale Veksa X A3
a Iy spécifié et I. élevé (en continu ou en impulsions, comme
spécifié)
5.9 Soit:
5.9.1 Sl y a lieu: Tension base-émetteur maximale avec V¢ et I spéci- Vae X A2b
fiés de préférence dans les mémes conditions qu'au paragraphe 5.1
(en continu ou en impulsions, comme spécifié)
soit:
5.9.2 Tension maximale de saturation base-¢émetteur a I et Iy spécifiés Veesa X A2b
(en continu ou en impulsions, comme spécifié) )
5.10 Lorsque la température virtuelle de jonction est donnée dans les (case) C2d
valeurs limites: Valeur maximale de résistance thermique jonction-
boitier (en continu ou en impulsions, comme spécifié) \/
5.1 Sl y a lieu: Courbes d’impédance thermique maximale dans d (ihyg > X
conditions d’impulsion
/\\\\>
6. | Marquage

¢ ceux de la case [7] {article 1)

suivants constituent le |minimum

cification particuliére avec numeéro d’édition et/ou date selon

de la qualité définie au paragraphe 3.7 de la sp¢cification
gcessaire, séquence de sélection définie au paragraphe 3.4 de cette

8. | Conditions d’essai et exigences de controle

[Eiles figurent dans les tableaux suivants, ou il convient de spécifier les valeurs et les
conditions exactes d’essai & utiliser pour un modéle donné, conformément aux essais
correspondants indiqués dans la publication applicable.]

[Le choix entre les méthodes d’essais ou les variantes doit étre fait lors de la rédaction
de la spécification particuliére.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliére, il
convient d’indiquer les conditions et/ou les valeurs correspondantes sur des lignes

successives, en évitant, autant que possible, de répéter les conditions et/ou les valeurs
identiques.]
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Value
Cha isti iti =25°
Sub-clause racteristics and cond}tlons a‘t _Twe 25°C Svmbol Tested
unless otherwise specified - .
min. | max.
5.8 Where appropriate: Maximum collector-emitter saturation voltage at Vet X A3

specified Iy and high I. (d.c. or pulse, as specified)

5.9 Either:

59.1 Where appropriate: Maximum base-emitter voltage, with Ve and I Vae X AZb
preferably specified under the same conditions as in Sub-clause 5.1
(d.c. or pulse, as specified)

or:
59.2 Maximum base-emitter saturation voltage, at specified /- and Iy Vara X A2b
(d.c. or pulse, as specified) '
5.10 When virtual junction temperature is quoted as a rating: Maximum Rijpicase) X Cad
value of thermal resistance junction-to-case (d.c. or pulse, as speci- < (
fied) ’
S.11 Where appropfi;clte: Curves of maximal thermal impedance under /\Zm,,p \\
ulse conditions
P N2
\ N
6. Marking
[Any particular information othe i [71 (Clause 1) and/or
Stib-clause 2.5 of the generic spe i
7. Ordering information
[The following mi gary to order a specific device, ynless
ofherwise specified
—| precise t)@
— IECQ refe ¢ i } ion with issue number and/or date when relevapt;
~ and,
bn ;
8. Tegt conditions and inspection requirements

[These are given in the following tables, where the values and exact test conditions to
be used shall be specified as required for a given type, and as required by the relevant
test in the relevant publication.]

[The choice between alternative tests or test methods shall be made when a detail
specification is written.]

[When several devices are included in the same detail specification, the relevant
conditions and/or values should be given on successive lines, avoiding where possible,
repeating identical conditions and/or values.]
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Sauf indication contraire, les numéros de paragraphe donnés en référence dans ce qui suit
renvoient a la spécification générique; les méthodes d’essai sont indiquées a larticle 4 de la
spécification intermédiaire.

[Pour les exigences de prélévements, se reporter ou reproduire les valeurs du paragraphe 3.7
de la spécification intermédiaire, selon la catégorie d’assurance de la qualité.]

[Pour le groupe A, le choix entre les systémes NQA ou NQT doit étre fait dans la
spécification particuliére.]

Groupe A

Contréles lot par lot

Aucug) essai n'est destructif (3.6.6) (\ x
ites des exi-
epces de [contrdle

min. max.

Examen ou essai Symbole Réf. Q\
\\\/
Souf-groupe Al .
Examen visuel externe 1 (7
e\
& N Q
Court-circuflt, c.-a-d.
’ ® courant fésiduel
2100 fois le

courant fésiduel
indiqué gn A2b
Circuit ouvgrt, ¢.-a-d.

Souf-groupe A2a
Disglositifs inopérants

7Y AL

® hyey< ¥
sauf spégification
contraire
Souf-groupe A2b
Coufants résidue
Au moins I'un des sai >
Coufant résiduel colle T-001 Ve = [de préférence Vg, max.), X
=0
Coufrant résidye ; T-009 Veg = [de préférence Vegx max.l], X
Vae = [X spécifiée]
Courant ~xésidyel collectur-¢ Teeray T-009 Veg = [de préférence Vigz max.), X
Rge = [R spécifiée]
Coufrant 1ési 5 ¢métteur Tcesyy T-009 Vee = [de préférence Vigs max.], X
Vee = 0
Coufrant résiduel coHectelir-¢ Iczon) T-009 Vee = [de préférence Vo max.], X
I, =0
Valdur\statique en émetteur commun By ey T-006 Vee (Ves) = [spécifiée], X X
du rapport de transfert direct de I () = [spécifi¢ (de préférence, va- [note 2]
courant leur typique)j
[en continu ou en impulsions,
comme spécifié (note 1)}
§il y a lieu, valeur statique en hie) T-006 Vee = [faible valeur spécifiée], X
émetteur commun du rapport de I = [forte valeur spécifiée]
transfert direct de courant fen continu ou en impulsions,
comme spécifié (note 1)]

Notes 1. — Voir les conditions correspondantes dans les Caractéristiques. Si lon utilise une mesure en impulsions, les
conditions doivent étre de préférence: largeur d’impulsion £, = 300 ps, facteur d’utilisation § < 2%.
2. -8l y a lieu.
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Throughout the following text, reference to sub-clause numbers is made with respect to the
generic specification, unless otherwise stated, and test methods are quoted from Clause 4 of
the sectional specification.

[For sampling requirements, either refer to, or reproduce, values of Sub-clause 3.7 of the
sectional specification, according to applicable category(ies) of assessed quality.]

[For group A, the choice between AQL or LTPD systems shall be made in the detail
specification.]

=) A
UROUUF A

Lot by lot
All tests afe non-destructive (3.6.6) <\
N\
Inspectidg requjre-
Inspection or test Symbol Ref. Conditions at g@se 25 C limits
unless otherwise 1f1
>in‘ mgx.

Sub-group Al )
External [visual examination 5.1.1 Q
7\ A

N
Sub-group Ala ’ Q
Inoperatiye devices Short-circuit, i.ef
® cut-off current
2 100 times the
cut-off current
S "shown in A2b

Open-circuit, i.e[
® hyp <5,
unless otherwlise
specified

2

57

N

Sub-group A2b .

Cut-off qurrents.

At least pne of the following:

Collectortbase cut-off cu Teson) > 2001 Vep = [preferably Vego max.]. X
rrent

=0

Collectortemitter CEX(1) T-009 Veg = [preferably Vegx max.]. X
Ve = [X specified]

Collectorte Tcerqy T-009 Vee = [preferably Vg max.]. X
Rge = [R specified]

Collectortemitte § Tees) T-009 Vee = [preferably Vegs max.], b
Vee = 0

Collectortemitter jcut-off Cu Iceoy T-009 Vee = [preferably Vego max.), X
Izg=0

Static value-of—common-emitier—for e T006 VoW -=—fspecified]; X

ward current transfer ratio I [I;) = [specified (preferably typi- [note 2}

cal value)]
[d.c. or pulse as specified (note 1)]

.

Where appropriate, static value of Mgy T-006 Vee = [low value specified], X
common-emitter forward current I. = [high value specified]
transfer ratio [d.c. or pulse as specified (note 1)

Notes 1. — See relevant conditions under Characteristics. If pulse measurement is used, the conditions should preferably
be: pulse width ¢, = 300 us, duty factor § < 2%.
2. — Where appropriate.
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GROUPE A (suite)

747-7-2 © CEI

Conditions & 7, = 25°C

Limites des exi-
gences de contrdle

émetteur

Examen ou essai Symbole Réf. P .
sauf spécification contraire
min. max.
Soit:
Tension base-€metteur Vae T-005 [De préférence, comme pour Ay, X
de A2b, en continu ou en impul-
sions, selon spécification (note 1))
soit:
Tension de saturation base-émetteur Ve T-004 I = [spécifié] %
Iy = {spécifié]
[en continu ou en impulsions| selon
spécification {(note 1)] R (-\\
Squs-groupe A3 \\>
Sl y a lieu:
Tqnsion de saturation collecteur- Veksat T-003 1. = [forte val 1,

Iy = [spécifig

ions, selon

Notp 1. — Voir les conditions correspondantes dans les Caractfristi
conditions doivent étre de préférence: largeur d'i

=

9,

N

on utilise

ulion facte

ne mesure en impulsions, les
d’utilisation & < 2%.
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All tests are non-destructive (3.6.6)
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GROUP A (continued)

Note 1. —|See relevant conditions under Characteristics. If pulse measy M}lo{s should pref¢rably

e

be: pulse width £, = 300 ps, duty factor § < 2%.

Inspection require-
Inspection or test Symbol Ref. Conditions at T case = 25 ¢ ment limits
unless otherwise specified
) min. max.
Either:
Base-emitter voltage Ve T-005 [Preferably same as for /g, in A2b, X
d.c. or pulse as specified (note 1)]
or:
Base-emitter saturation voltage Vaesa T-004 I = [specified], X
f—1{speetfied]
[d.c. or pulse as specified (note})]\(
N
Sub-grogp A3
Where dappropriate:
Collectof-emitter saturation voltage Vegsa T-003 I = [high value specift
Iy = [specified]
[d.c. or pulse as &(now\
N\
S| e d

o
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(dans le cas de la catégorie I, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

LIS = limite inférieure de la spécification
LSS = limite supérieure de la spécification

— 2

0 —

GroOUPE B

Contréles lot par lot

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

} du groupe A

747-7-2 © CEI

Conditions a T, = 25°C

Limites des exi-
gences de controle

Examen ou essai Symbole Ref. PP .
sauf spécification contraire
T~ T, max.
Sous-groupe Bl
Dimensions 4.2.2, ir drticle 1 de
ann. B. N [¢ norme.)
Yous-groupe B3 N
Hobustesse des sorties. >
i applicable:
@ Pliage (D) 749, Force =<yoir NI Pas de
I, 1.2 /\ détéfioration
Sous-groupe B4 \2
Soudabilité 749, ain soydurende preférencel Moguillage
N II,}(\ /\ cprrect
N S
Sous-groupe B5
Variations rapides de température, X T/~ s
111, re de cycles = 50 [pour les
ifs sans cavité]
Spivies de:
q) Pour les dispositifs sang”cavité
@ essai cyclique de chaleuNhumidg 749; sai Db, variante 2, sévérité 55 °C,
(D) 11, 4 nombre de cycles =
qvec les mesures finalgs:
@ courant résidue [hote LSS
® rapport dert g LIS LSS
direct de couxgsit [note 4]
&) Pour les disposi{ifs avec ¢
® étanchéité 749, Paragraphes 7.2, 7.3 ou 7.4
11, 7 combinés avec essai Qc, 68-2-17
N
Sous-gro \>
End 747-2, Polarisation en inverse [a
1 v ou: haute
durée de fonctionnement | tempé-
[comme spécifié) rature]
gvec lesmesu
p courant résidue’ [note 3] 2LSS
p rapport de transfert hyeny 0,8LI$ 1,2LSS
direct de courant [note 4]

Sous-groupe RCLA

Informations par attributs pour B3, B4, B5 et BS.

Notes 3. - Spécifier un courant résiduel a partir du sous-groupe A2b, de préférence Icpog).

4. - Lorsqu’il est indiqué.
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Grour B

Lot by lot

(in the case of category I, see the generic specification, Sub-clause 2.6)

LSL
USL

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

lower specification limit
upper specification limit

} from group A

Conditions at T, = 25°C

Inspection require-
ment limits

I ti test . .
nspection or tes Symbol Ref unless otherwise specified
: min. max.
Sub-grogp Bl
Dimensions 422, ee use 1| of
App. B. /\ this ‘standarl.]
Sub-groyp B3 \ \/
Robustness of terminations.
Where dpplicable:
® Bending (D) 749, Force = [see 7‘@1\\ > 0 damagp
IL, 1.2 >

Sub-grogp B4
Solderalility

A Y
[Solder (bath(pr ferre\>

Good wettifig

Sub-grogp BS
Rapid change of temperature,

Sfollowed
a) For
® damp

by:
lon-cavity devices,
heat, cyclic (D)

with final measurements:
[ ] cut—of current
® forwdrd current
transfer ratio
b) For ¢avity devices
@ sealirlg

\,9’\
S

49
) 1, 7

(\
N

aN
)

cycles [for non-

Sub-clause 7.2, 7.3 or 7.4 combined
with test Qc, 68-2-17

SL
SL
[note 4]

cCC

Sub-gro
Electricdl endur
(168 h)

with firal measur

) cut-c:K currefit

® forwqrd current
transfer \ratio

747-2,
v

[note 3]
th E(1)

Reverse bias
or:

operating life
[as specified]

[at high
temperature]

2USL
1.2USL
[nofe 4]

0.8LSL

Sub-group CRRL

Attributes information for B3, B4, B5 and BS.

Notes 3. — Specify one cut-off current from Sub-group A2b, preferably Icgoq)

4. — When given.
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LIS = limite inférieure de la spécification
LSS = limite supérieure de la spécification

-2 —

Groure C

Contréles périodiques

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

} du groupe A

747-7-2 © CEI

Conditions & T, = 25°C

Limites des exi-
gences de contrdle

Examen ou essai Symbole Ref. PR .
sauf spécification contraire
min. max.
Q, Pall
Sens-grompe—€y
Djmensions 422, /\(\ {Voif article 1 de
ann. B cette [norme.]
LN \
Sous-groupe C2a \
Fréquence de transition S T-041 Vee (Vep) = [spécifiée) X X
Ic (Iy) = [spécifig], [note 2]
f = [spécifiée] - >
& A N4
Spus-groupe C2b
Cburant(s) résiduel(s) a haute tempé- qrté~yaleunypeci{ie
rature
Un ou plusieurs des courants ef:
syivants: .
Cpurant residuel collecteur-base Iep, T-001 entre 65% et X
x.],
Cpurant résiduel collecteur-émetteur Teexay XK 65% et X
Cpurant résiduel collecteur-grfietteur CER( w ={de préférence entre 65% et x
85% de Vegr max.],
\\069-/ se = (R spécifiée]
Courant résiduel collegteurémetteur Iepyg) T- Veg =[de préférence entre 65% et x
85% de Vg max.],
Courant résidueN\edlleCteurémettend £02) T-009 Ve = [de préférence entre 65% et X
85% de Vego max.],
N\ =
Spus-grou,
Slit y a lu:
Fsaj vexificagion 1a\ limitevde [Comme spécifié)
ppissance &\
N
Sous-groupe\C2d
Sjil y a_hieu:
Résistdnce ‘thermiq Ry, 747-7, | [Comme spécifié] X
v, 11
Sous-groupe C3
® Traction 749,
1L, 1.1  apes Pas de détérioration
et/ou Valeur = [spécifiée] ou comme spécifié
e Couple (D) 749, P
I, 1.4

Note 2. — S'il y a lieu.
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LSL
USL

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

— 23 —

Grour C

Periodic

lower specification limit
upper specification limit

} from group A

Inspection or test

Symbol

Ref.

Conditions at T, = 25°C
unless otherwise specified

Inspection require-
ment limits

min. max.

Sub-group C1

Dimensio

422,
App. B.

-

[SeexClause (1
this $tandard.]
LS

C2a
frequency

Sub-group
Transition

T-041

VCE (V CB) = [specified],
Ic (I) = [specified],
f = [specified]

%,

2]

&

N
A\

C2b
rrent(s) at high tempera-

Sub-group
Cut-off cy
ture
One or njore of the following:

Collector-pase cut-off current

bmitter cut-off current

Collector-

Collector-

bmitter cut-off current <

mitter cut-off curren

Emitter cut-off gr

Collector-

Collector-

ICBO(Z)

ICEX(Z)

( 409
85% of Vegg max.],
BE =
2)

65% and

=Apreferably between 65% and

Vg = [preferably between 65% and
85% of Vego max.,
0

Iy

o

Sub-group
Where ap)
Power rat

[As specified]

~NX

Sub-group)
Where ap
Thermal

propriate.
esistance

7477,
v, 11

[As specified]

Sub-group C3
® Tensile

and/or
® Torque (D)

749,
II, 1.1

749,
I, 14

Value = [specified]

No damage or as
specified

Note 2. — Where appropriate.
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